




1961年のShockley の論文を理解している人間が
太陽電池を開発している人間の中にはほぼ皆無である。
材料系やプロセス技術を専門とする人が多く半導体
デバイス物理を理解していない。

もっとも適した半導体材料は BAND GAPがほぼ
1.1 eV の半導体であることが理論的に解明されて
います。シリコン結晶がもっとも適した半導体である。

薄膜アモーファスや透明電極材料が話題になっているが
ほとんどの日本に大学の学者も、政府もこの論文の存在
も理解もしていない。技術イノーベーションの意味を
日本政府も太陽電池の日本の開発技術者も理解していない。
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(a) Conventional NP single junction type thin-film solar cell

(b) JPA2020-131313 PNP Double junction type thin-film solar cell
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a=44.614211   ; b= 6.308225 ;      

Y  (λ)  ＝S(λ) exp( - X/A(λ））;X
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Sun Light Power (%) = 100 P(X)/So; 

X1 X2

For Single junction Solar Cell  with X1=0.5 μm and X2= 1.5 μm , Sun Light Power Efficiency (%) = 100 P(X)/P(0) =13.5 % ;

For Double junction Solar Cell  with X1=0.1 μm and X2= 1.5 μm , Sun Light Power Efficiency (%) = 100 P(X)/P(0) =36.6 % ;
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Efficiency of more than 50% Achieved
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